(D Silizium-npn-Planartransistor

SL1M2

Der HF-Leistungstransistor 5L 112 ist ein Si-npn-Planartransistor in der
Bauferm nach |EC 1—301 und IEC 2—201.

Einsatz vornehmlich in HF-Endstufen und als Schalttransistor fiir hdhere
Betriebsspannungen und Umgebungstemperaturen.

Statische Kennwerte (fiir &, = 25°C — 5 grd)

Kollektorreststrom
leso = 0,002 << 1 pA (bei Ugg = 30V)

Emitterreststrom

leao = 0,025 < 1 uA (bel Ugg = 4 V)

Restspannung

Ucksae = 0,8< 1,5V (bei Ic = 100 mA, Ig = 8,33 mA)
Ucgrae = 3V (bei Ic = 400 mA, lg = 33,3 mA)

Gleichstromverstirkung
B=55>12 (beli Ugg =1V, Ic = 100 mA)

Dynamische Kennwerte (fir #, = 25°C — 5 grd)

Ubergangsfrequenz
ft =40 MHz (bei Ugg = 2V, Ic = 100 mA, f = 18 MHz)

Basisbahnwiderstand
rey = 20 45£) (bei Usg = 6V, g = 5 mA, fq = 50 MHz)

Kollektorkapazitit
Cr_: = 75 = WPF {EIBI UI:E - 6"!". lﬂ ] D, ‘fH = 100 ‘I'.HZ}

Schaltzeitkonstanten

=061 ps|ibel Usg = &6 V... Urgae, e = 0...100mA,

= 0¥="1.3 L5 Rg = 1 kil, Rl. = 6!)11}

r=01ps (bel Ucg=6V.. . Ucgan Ic = 0...100 mA,
Rg=1k} R =3}

Grenzwerte (i, = 35°C)

ELRY

0V (bei Rgg = 0)
4y

400 mA

700 mA

100 mA

T ‘;‘f (bei §, = 45 °C)
150 °C
—40...4+125°C
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Bestellbezeichnung flr einen Transistor: Transistor SL 112
Anderungen vorbehalven

srark wargrafere

Abmessungen

Masse ca. 10 g
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